
PREPARATION DU TP2 
 

1/ Simulation PSPICE : Etude Harmonique et Point de Polarisation 
 

Pour rédiger la description du fichier sous PSPICE, on va utiliser du fichier « .cir » fournit dans le 
sujet : 

 

Grâce à la simulation un fichier « .out » est généré, il nous permet d’évaluer les valeurs de ID, gM, 
VDS et VGS. Ces valeurs nous permettent d’évaluer le point de polarisation du transistor JFET. 

Dans notre cas, nous travaillons avec un JFET canal N, il est donc polarisé quand VGS < 0 et quand 
VDS > 0.  

 La simulation « .AC » obtenue est la suivante : 

  



La réponse harmonique de ce circuit nous permet d’évaluer sa bande passante. Grâce aux 
curseurs on peut évaluer les deux fréquences de coupures : 

 

Nos deux fréquences de coupure valent donc : 

𝑓𝐶𝐵 ≈ 13𝐻𝑧 𝑒𝑡 𝑓𝐶𝐻 ≈ 1,5𝑀𝐻𝑧  

Les valeurs de la simulation sont en accord avec les valeurs précisées dans le sujet. 

 

2/ Simulation PSPICE : Etude Petit Signal 
  

On va maintenant travailler avec une amplitude de 100mV pour Ve et toujours à une fréquence 
de 1kHz car cette fréquence se situe bien dans la bande passante que nous avons évaluée 
précédemment. 

La simulation « .TRAN » nous donne l’oscillogramme suivant : 

 

 

- V(1) est la tension d’entrée Ve, on peut voir que c’est bien une tension sinusoïdale de 
fréquence 1kHz. 

- V(2) est la tension de sortie du montage, on peut observer que celle-ci est bien amplifiée 
et en opposition de phase par rapport à Ve. 

- V(4) est la tension aux bornes de la résistance RG, on peut observer qu’elle est égale à Ve 
car dans l’étude petit signal on peut considérer que le condensateur C est négligeable 
face à RG et se comporte donc comme un fil. 

- V(5) est la tension aux bornes de RS et de CS, celle-ci n’est pas nulle car la capacité CS 
doit être trop élevée face à RS pour qu’elle soit négligeable et qu’elle agisse comme un 
fil. On peut vérifier sa valeur grâce au calcul suivant : 

𝑉5 = 15 − 𝑉𝑅𝐷 − 𝑉𝐷𝑆 = 15 − 𝑅𝐷 × 𝐼𝐷 − 𝑉𝐷𝑆 = 15𝑉 − (1,5𝑘Ω × 7,9𝑚𝐴) − 2.61𝑉 = 0,54𝑉 
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- V(6) est la tension en sortie du drain. On peut voir que CL est négligeable dans cette 
situation, on peut donc calculer V(6) : 

𝑉6 = 𝑉𝑆 + 𝑉𝑅𝐷 + 𝑉𝑒 = 𝑉𝑒 + 3,15𝑉 

 On peut voir grâce à la simulation que la valeur trouvée est vérifiée par la simulation. 

On calcule le gain Vs/Ve du montage : 

𝑉𝑆

𝑉𝑒
=

548,6𝑚

−99,4𝑚
= −5,52 = 14,84𝑑𝐵 

 

3/ Simulation PSPICE : Etude de la Polarisation 
 

On va maintenant simuler le montage avec une sinusoïde d’amplitude 1V en entrée. 

On obtient la simulation suivante : 

 

On peut voir sur cette simulation que lorsque VGS > 0, le transistor n’est plus polarisé et par 
conséquent le gain du montage s’écroule et c’est pour cela que le signal en sortie Vs n’est pas 
amplifié par le même gain lorsque VGS > et quand VGS < 0. 
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